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１．概要（Summary） 

搭載チップとウェハの表面がほぼフラットの状態に収まる

トレンチパターンにチップを格納して、レジスト塗布、一括

露光を試行したが微妙な位置ズレにより高歩留りが期待

できず、位置合わせ精度をあげる必要から一括露光に代

わり、マスクレスのチップ毎の目合わせ方式に変更して作

業を進めている。チップ裏面からの TSV のヴイア形成用

ドライエッチングの条件出しを行い、アスペクト比 7 で深さ

約 300mの TSVの目標に近い結果が得られた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置 

【実験方法】 

位置出し用トレンチパターン凹部にワーク対象の

チップを搭載し、フォトレジスト塗布、マスクレス露光

装置にてチップ毎の目合わせを行い、微妙なチップ

毎の位置ズレを吸収、露光してTSVパターンを形成

した。 レジストマスクにてDRIE装置(オーバーホー

ル中のため別施設での装置を利用) にてエッチング

を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 にヴィアの断面 SEM 写真を示す。深さは

220mであった。しかしながら、今回採用したチップ

毎の露光は当初からの計画ではなかった為、最適

な目合わせマークが事前に検討できておらず、今後

の課題として残った。 

 

 

 

 

Fig.1  SEM image of Via fabricated by DRIE. 

The depth is 220m. 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 

 

深さ 220um 


